CESKOSLOVENSKA
SOCIALISTICKA
REPUBLIKA

(18)

POPIS VYNALEZU
| K AUTORSKEMU OSVEDCENIU

22519

(11) (B1)

(51) Int. C1.3

)¢

N (22) Prihldsené 04 02 82

(21) (PV 775-82)

BT

L

ORAD PRO VYNALERY

A OBEVY (45) Vydané 15 04 86

(40) Zverejnené 27 05 83

H 01 L 33/00

(75)
Autor vyndlezu
ing., BRATISLAVA

KOVAC JAROSLAV ing., SRNANEK RUDOLF ing. CSc., JAKABOVIC JAN

(54) Optoelektronick§ prvok s dvojitou heteroitruktirou na béze polovodifov

typu A3BS

1

Vynélez sa tyka optoelektronického prv-
ku s dvojitou heteroStrukturou na béze po-
lovodiov typu ASBS, u ktorého sa rie$i vy-
tvorenie vrstvy nad dvojitou heteroStruktu-
rou. :

V siitasnej dobe sa na pripravu optoelek-
tronickych polovodiovych prvkov, ako na-
priklad laserov a elektroluminiscenénych
diéd pouZivaji podloZky z polovodidového
materidlu typu A3BS. Na podloZku sa met6-
dou rastu z kvapalnej fdzy pripravi hetero-
Struktara typu AB — ABCD. Symboly A, B,
C, D oznaduja chemické prvky a indexy 3, 5
oznatujd, Ze prvok sa nachédza v 3. alebo
v 5. skupine Mendelejevovej periodickej ta-
bulke prvkov. Na tito heterodtruktiru je
vytvorend vrstva, napriklad z kyslinika
kremiditého (SiOz), alebo z polovodita AB,
resp. ABCD, takého typu vodivosti ako je
podloZzka. Do vrstvy si v potrebnej forme
prevedené zaleptania. Napriklad v pripade
péasikovych laserov st to pédsiky. Na povrchu
st vytvorené kovové kontaktové vrstvy. Hor-
né vrstva je zo zlata a zinku (Au -+ Zn) a
dolnéa vrstva zo zlata a cinu {Au + Sn). Pri
takomto Struktirnom usporiadani a v pri-
pade, Ze vrstva je z SiOz je potrebné este
pod hornt kovovd vrstvu pripravit dalSiu
vrstvu, napriklad z chrémniklu (NiCr), kv6-
li lep8ej prilnavosti zlata (Au). V pripade,
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e vrstva je pripravend metdédou kvapalnej
epitaxie z materidlu AB alebo ABCD, nasté-
va neZiadtca difdzia primesi, napriklad zin-
ku (Zn) do narastenej heteroStruktiry a
tieZ tlet prchavych prvkov zo zliCenin AB,
resp. ABCD.

Vyndlez uvedené nedostatky odstrariuje v
podstate tym, Ze vrstva leZiaca na dvojite]j
heterostrukttire je pripravend z polovodigo-
vého materidlu indium — cin — oxid
{In,_,Sn;_,05_,) vodivosti n-typu, napriklad
katodovym napraSovanim. Pismend x, y vy-
jadruja koncentraciu prvkov v zltienine. Pri
priprave takejto vrstvy sa pouZivajui teplo-
ty 200 aZ 300°C a tak nedochddza k diftzii
primesi ani k tuletu prchavych prvkov. Na
tento materidl sa dd kovovéa vrstva pripra-
vit bez pouZitia NiCr medzivrstvy.

Na obr. 1 je zndzorneny rez optoelektro-
nickym prvkom podla vyndlezu. Je to kon-
krétny priklad laserovej di6dy typu InP —
InGaAsP. InP je polovodi¢ fosfid indity a
InGaAsP zmesny polovodi¢ovy material fos-
fido-arzenid galito-indity. Au, Zn, Sn, In, O
sti chemické znacky zlata, zinku, cinu, in-
dia a kyslika. Malé pismend n, p oznaduji
typ vodivosti polovodiCa. Vrstvy v schéme sa
oznaCené 1, 2, 3, 4.

V konkrétnom prevedeni polovodic¢ového
pésikového laseru typu InP — InGaAsP je
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optoelektronicky prvok tvoreny podloZkou podla vynélezu. Do povrchu tejto vrstvy si
InP, n-typu, na ktord je metodou kvapalnej zaleptané pésiky o rozmeroch 10 krat 300
epitaxie vytvorend heteroStruktira 4 zloZe- s a vakuovym naparenim s vytvorené ko-
nia n-InP, InGaAsP, p-InP. Na tejto hetero- vové Kkontaktové vrstvy 2 a 3 z Au + Zn,
Struktare sa nachddza katédovo naprésSe- resp. Au + Sn.

né vrstva 1 In,_,Sn,_O;_, o hribke 0,2 um,

PREDMET VYNALEZU

Optoelektronicky prvok s dvojitou hetero- na dvojitej heteroStruktire je vytvorend z
Struktdrou na béaze polovoditov typu A3BS, polovodi€ového materidlu In,_,Sn;_,0s_,.
vyznatujici sa tym, Ze vrstva (1) leZiaca

1 list vykresov
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